
























专利名称(译) 半透性液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US6809785 公开(公告)日 2004-10-26

申请号 US09/951066 申请日 2001-09-12

[标]申请(专利权)人(译) 藤野正洋

申请(专利权)人(译) 藤野正洋

当前申请(专利权)人(译) 索尼公司

[标]发明人 FUJINO MASAHIRO

发明人 FUJINO, MASAHIRO

IPC分类号 G02F1/13 G02F1/1335 G02F1/1362 G02F1/136 G02F1/1368 G03F7/20 H01L21/027 H01L29/786 
G02F1/133 C09K19/02

CPC分类号 G02F1/136227 G02F1/133555

审查员(译) KIM，罗伯特H.

助理审查员(译) 阮HOAN

优先权 2000281023 2000-09-14 JP
2000361069 2000-11-28 JP

其他公开文献 US20020176029A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

有源矩阵型半透性液晶显示器件的简化制造方法也具有提高的生产率。
在有源矩阵型半透性液晶显示装置的制造方法中，在工艺A中形成并加工
层间绝缘膜，以在形成TFT的源极和漏极的硅层上形成层间绝缘膜;在工
艺B中，用于在层间绝缘膜上形成光致抗蚀剂层;在用于形成光刻胶层的
工艺C中，使用在形成反射电极的部分中形成有低于分辨率极限的图案的
掩模，以指定的图案形成光刻胶层;在用于将在工艺C中制造的光致抗蚀
剂层图案化的工艺D中，作为用于蚀刻层间绝缘膜的蚀刻掩模。在工艺D
之后，从金属膜同时形成源电极，信号线，漏电极和反射电极。
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